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1. Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo būdas, kuriame apšvitina alanino dozimetrą ir matuoja laisvųjų radikalų koncentraciją apšvitintame dozimetre elektronų sukinių paramagnetinio rezonanso būdu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai, kartu su pirmuoju dozimetru apšvitina antrąjį dozimetrą – monokristalinį silicį ir matuoja nepusiausvirųjų krūvininkų rekombinacijos trukmę, o apšvitos dozę ir spinduliuotės tipą įvertina apdoroję abiejų matuoklių duomenis ir įvertinę santykinį alanino dozimetro efektyvumą.

2. Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo dozimetro nepusiausvirųjų krūvininkų rekombinacijos trukmę matuoja silicio kristalą paveikę trumpu lazerio šviesos impulsu, o jo fotoatsako relaksacijos spartą registruoja nesąlytiniu mikrobangų zondavimo būdu.

3. Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo būdas pagal 1  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dozimetrus išdėsto ir orientuoja taip, kad atskirų sistemos dozimetrų parodymų kombinacija būtų selektyvi spinduliuotės šaltinio krypčiai erdvėje, o apšvitinimo dozės pasiskirstymą įvertina iš sinchroniškai apšvitintų dozimetrų parodymų. 

4. Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo įrenginys, susidedantis iš dozimetro, jo laikiklio ir laikiklio identifikavimo žymeklio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai, toje pačioje laikiklio pusėje kaip ir alanino dozimetras, yra sumontuotas antrasis dozimetras, kurio matmenys, padėtis ir orientacija yra padaryti taip, kad abiejų dozimetrų jutikliai sudarytų vieną tandeminį dozimetrą.
5. Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrasis tandeminio dozimetro jutiklis yra pagamintas iš silicio monokristalo, kurio paviršius yra padengtas pasyvuojančiu sluoksniu.

6. Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pasyvuojantis kristalo sluoksnis yra padarytas pakankamo storio, kad išlaikytų reikiamą statinį elektrinį krūvį, būtų atsparus jonizuojančiai spinduliuotei ir būtų suderintas su silicio kristalo laidumo tipu.
